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Современное состояние и перспективы развития СВЧ 
приборов и устройств в ОАО «Светлана» 

Представлены результаты работ по созданию СВЧ приборов на основе нитрида галлия 
на подложках карбида кремния, а также сверхкороткоимпульсных приборов на базе 
дрейфовых диодов с резким восстановлением на кремнии и карбиде кремния. 
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В период 2013÷2015 годов основное внимание в работах ОАО «Светлана» по созданию 
ЭКБ СВЧ уделялось вопросам развития твердотельных СВЧ приборов на широкозонных 
материалах и развития сверхкороткоимпульсных (СКИ) приборов для сверхширокополосных 
устройств. 

Специалистами ОАО «Светлана» были продолжены работы по созданию базовой 
технологии и разработки базовых конструкций нитридгаллиевых СВЧ транзисторов 
различных диапазонов длин волн с удельной мощностью до 5 Вт/мм. Работы проводились на 
основе полуизолирующих подложек карбида кремния собственного производства и 
отечественных эпитаксиальных структур AlGaN/GaN.  

За указанный период времени организованно опытное производство кремниевых 
дрейфовых диодов с резким восстановлением (ДДРВ) для СКИ устройств с уровнем 
импульсного напряжения до 30 В и длительностью порядка 0,1 нс. Продолжаются работы по 
созданию конструктивно-параметрического ряда ДДРВ на карбиде кремния для СКИ 
устройств с уровнем импульсного напряжения до 3000 В. 

Указанные работы проводятся в тесном научно-техническом сотрудничестве с 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбПУ (Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра 
Великого), ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН и рядом предприятий отрасли. 
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